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Semiconductorii calcogenici sticloși ai sistemului As-Se-S sunt utilizați cu succes 
pentru înregistrarea informațiilor optice. Purtătorii fototermoplastici bazați pe As-Se-S au 
valori ridicate ale sensibilității holografice – până la 106 cm2/J [1], a puterii de rezoluție – 
până la 4000 mm-1 [2] și a eficienței de difracție – de până la 40% [3-4]. Semiconductorii 
calcogenici sticloși sunt materiale sensibile pentru înregistrarea informației cu fascicol 
de electroni [5-7] și sensibile în regiunile UV-VIS în calitate de materiale pentru fotoli-
tografie cu o rezoluție de până la 7000 mm-1 [8]. Scopul acestei lucrări a fost de a studia 
efectele difuziei Ag în filmele subțiri As2S3 dopate cu Fe sub acțiunea radiației X.

Filme subțiri de (As2S3)0,99Fe0,01 cu o grosime de                     
1,9 µm au fost obținute prin evaporare termică în vid 
pe substraturi de safir (Fig.1). Un strat subțire de Ag de 
cca 12-15 nm grosime a fost depus pe suprafața stratului 
As2S3 prin evaporare termică în vid.

Studiul proceselor de difuzie a Ag în straturi subțiri 
(As2S3)0,99Fe0,01 a fost realizat folosind instalația cu tub 
de raze X cu anod de Cu (45 kV, 40 mA) și iradiere cu 
spectrul integral 5-50 keV în intervalul dozelor absorbite 
de 0,3-0,6 Gy. Transmisia optică a structurii studiate a 
fost măsurată până și după iradierea cu raze X. Creșterea 
transmisiei optice ca urmare a difuziei Ag sub acțiunea 
radiației X în stratul semiconductor (As2S3)0,99Fe0,01 a 
fost ΔT=0,4% pentru o doză totală de absorbție de 0,56 
Gy. Difuzia Ag în structura (As2S3)0,99Fe0,01 sub acțiunea 
razelor X este catalizată de prezența Fe cu concentrație 
procentualămică.
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Fig.2 Imagini ale unei plase de alamă (a) folosită în calitate de mască și imaginea acesteia 

obținută prin tratarea chimică a structurii Ag/(As2S3)0,99Fe0,01după iradiere cu raze X (b). 

Fig.1. Descrierea 
experimentului: 1. substrat de 

safir; 2. (As2S3)0,99Fe0,01); 
3. strat subțire de Ag; 4. mască; 
5. fascicol incident de raze X
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Efectul difuziei de Ag în straturi subțiri de (As2S3)0,99Fe0,01 la iradiere cu raze X poa-
te fi utilizat pentru înregistrarea imaginilor în raze X. O plasă de alamă (4, Fig.1) a fost 
folosită ca o mască pentru înregistrarea imaginilor în raze X. După iradiere proba a fost 
tratată chimic în soluție 5% de NaOH. În Figure 2, a) este prezentată rețeaua de alamă și 
imaginea rețelei înregistrată în radiații X după tratare chimică (Fig. 2,  b)).

Fig. 2. Imagini ale unei plase de alamă a) folosită în calitate de mască și imaginea acesteia 
obținută prin tratarea chimică a structurii Ag/(As2S3)0,99Fe0,01 după iradiere cu raze X b)

După cum se poate observa din Fig.2, viteza tratată chimică a stratului semicon-
ductor în locurile iradiate este mai mare decât în locurile neiradiate. Acest efect poate fi 
explicat prin difuzia Ag sub acțiunea razelor X, ceea ce face ca stratul As2S3 să fie mai 
puțin rezistent la gravarea chimică în zonele iradiate.

Concluzii. Difuzia Ag în straturi subțiri (As2S3)0,99Fe0,01 sub acțiunea razelor X în 
intervalul spectral 5-50 keV modifică viteza de corodare chimică în zonele iradiate, în 
raport cu zonele neiradiate ale semiconductorului calcogenic sticlos. Imagini înregistrate 
în raze X pot fi vizualizate folosind tratarea chimică a straturilor iradiate.
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